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(54) Title: NANO-WIRES MADE OF NOVEL PRECURSORS AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung : NANODRAHTE AUS NEUARTIGEN PRECURSOREN UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTEL-
LUNG

(57) Abstract: The invention relates to nano-wires which consist of or comprise semiconductor materials and are used for applica-
tions in photovoltaics and electronics and to a method for the production thereof. The nano-wires are characterized in that they are
obtained by a novel method using novel precursors. The precursors represent compounds, or mixtures of compounds, each having
at least one direct Si-Si and/or Ge-Si and/or Ge-Ge bond, the substituents of which consist of halogen and/or hydrogen, and in the
composition of which the atomic ratio of substituent:metalloid atoms is at least 1:1.

(57) Zusammenfassung: Es werden Nanodréhte, die aus Halbleitermaterialien bestehen oder diese umfassen und fiir Anwendun-
gen in der Photovoltaik und der Elektronik dienen, sowie ein Verfahren zur Herstellung derselben beschrieben. Die Nanodréhte
zeichnen sich dadurch aus, dass diese durch ein neuartiges Vertahren unter Verwendung neuartiger Precursoren erhalten werden.
Die Precursoren stellen Verbindungen oder Gemische von Verbindungen mit jeweils mindestens einer direkten Bindung Si-Si
und/oder Ge-Si und/oder Ge-Ge dar, deren Substituenten aus Halogen und/oder Wasserstotf bestehen und in deren Zusammenset-
zung das Atomverhiltnis Substituenten : Metalloidatomen mindestens 1:1 betrégt.



